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Издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, М., 1968 г. 
Монография посвящена систематическому изложению теории оптических 

свойств кристаллов в экситонной области спектра. Хотя в ней большое внимание 
уделено теории экситонов малого радиуса, результаты рассмотрения целого ряда 
вопросов, затронутых в книге, таких, например, как теория эффектов 
запаздывания, формы экситонных полос поглощения света, феноменологическая 
теория переноса энергии экситонами, феноменологическая теория поверхностных 
экситонов, теория тензора диэлектрической проницаемости, нелинейных 
поляризуемостей в экситонной области спектра и некоторые другие, носят более 
общий характер и могут быть использованы применительно к экситонам 
произвольной структуры. 

Наряду с вопросами, отмеченными выше, в монографии для экситонов малого 
радиуса рассмотрены методы расчета энергетических зон, локальные 
возбужденные состояния электронов в кристаллах, содержащих вакансии или 
примесные молекулы, микроскопическая теория поверхностных экситонов, 
рассеяние экситонов на фононах, а также на статических дефектах решетки, 
диффузия и захват экситонов примесными молекулами. Кроме того, изложена 
теория дисперсии естественной оптической активности кристаллов в экситонной 
области спектра, а также рассмотрены коллективные свойства экситонов 
(например, обсуждена возможность их сверхтекучести), которые становятся 
существенными при достаточно высоких концентрациях экситонов. 

Большинство результатов, приведенных в книге, ранее практически не было 
отражено в монографической литературе. 

Книга рассчитана на студентов старших курсов, аспирантов и научных 
работников, занимающихся теоретической физикой, а также оптикой, 
кристаллооптикой, изучением электрических свойств твердых тел, биофизикой и 
т. д. 
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